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NORMA

BRANZOWA

ELEMENTY
POLPRZEWODNIKOWE

Diody typu
BAP 811, BAP 812, BAP 815

__BN-87
3375-36/03

Grupa katalogowa 1923

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy s3 szcze-
gélowe wymagania dotyczace krzemowych diod stabi-
lizacyjnych w kierunku przewodzenia, typu BAP 811,
BAP 812, BAP 815, wykonanych technologig planar-
ng, w obudowie plastykowej, przeznaczonych do za-
stosowan powszechnego uzytku oraz w urzadzeniach
wymagajacych zastosowania clementow o wysokiej
i bardzo wysokiej jakosci.

Diody przeznaczone sg do pracy w ukfadach sta-
bilizacji 1 ograniczania napi¢cia emiter-baza w ukla-
dach tranzystorowych.

Kategoria klimatyczna dla diod:

— standardowej jakosci (poziom jakosci I) —
40/125/10,
— wysokiej jakosci (poziom jakosci III) —
40/125/21,

— bardzo wysokiej jakosci (poziom jakosci 1V) —
40/125/56.
2. Przykiad oznaczenia
a) diody standardowej jakosci:
DIODA BAP 811 BN-87/3375-36/03
b) diody wysokiej jakosci:
DIODA BAP 811/3 BN-87/3375-36/03
c) diody bardzo wysokiej jakosci:
DIODA BAP 811/4 BN-87/3375-36/03

3. Cechowanie diod powinno zawiera¢ nast¢pujace

dane:

a) oznaczenie typu kodem wg tabl. 1,

b) oznakowanie dodatkowe dla diod wysokiej i bar-
dzo wysokiej jakosci.

Diody wysokiej jakosci powinny by¢ znakowane cyfrag
3, a diody bardzo wysokiej jako$ci cyfrg 4 umiesz-
czong po oznaczeniu typu.

Tablica 1. Oznaczenie typu (podtypu) kodem

Typ dioay Kod
BAP 811 811
BAP 811A 811A
BAP 812 ‘ 812
BAP 812A 812A
BAP 815 815
BAP 815A 815A

4. Wymiary i oznaczenie wyprowadzen diody — wg
rysunku i tabl. 2. Oznaczenie obudowy stosowane przez -
producenta CE 35.
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Tablica 2. Wymiary obudowy CE 35

. . Kat
Symbol Wymiary, mm Symbol Wymiary, mm i
wymiaru wymiaru .
min | nom | max min | nom | max | nom
A 4.5 — 5.2 er') 1,0 —_ 1.5 —
D 4.5 — 5.2 b 0,35 —_ 0,35 —
M 3o | — 4,2 by — 0.4 — —
! © 12,5 —_ 14,5 d 1.4 — 1.77 —
> — — 2,0 34 — 3.6 ==
k 1,2 — 1.5 — — — — —_
n’) 26| — 3.1 a — — — 20
Dopuszera sig §lad (ubytek tworzywa) po wypychaczu na powierzchni
obudowy.
Dopuszeza sig ubytki na krawedziach wyprowadzen A < 0,05.
N Wymiar kontrolowany w miegjscu odleglym o 2 mm od ptaszczyzny
obudowy.
) Qcena lutownodei nie obeymuje czot wyprowadzen {po wycigciu mo-
sthow.

5. Badania w grupie A, B, C i D — wg BN-81/
3375-36/00.

6. Wymagania szczegétowe do badan grupy A,B,CiD

a) badama podgrupy Al — sprawdzenie wymiarow:
A SD, I 1 b — wg rysunku 1 tabl. 2,

b) badania podgrupy A2 — sprawdzenie podstawo-
wych parametrow elektrycznych — wg tabl. 3,

c) badania podgrupy A3 — badania nie przepro-
wadza sig,

d) badania podgrupy A4 1 C2 — sprawdzenie tem-
peraturowego wspoélczynnika napigcia regulacji ayr (po-
ziom IIl i IV — dla A4), (poziom I, III i IV —
dla C2) — wg tabl. 4,

e) badania podgrupy B, C, D — wg tabl. 35,

f) parametry elektryczne sprawdzane w czasie 1 po
badaniach grupy B, C, D — wg tabl. 6.

Tablica 4. Parametry elektryczne sprawdzane w badaniach podgrupy
A4 (poziom III i IV) i C2 (poziom I, III, IV)

. o et Oznaczenie parametru Tediostki

; 10 .

p yp y Bijp miary
(warto$é Srednia)

1 BAP 811 =20

2 BAP 811 A -20

3 BAP 812 A =25 107*/°C

4 BAP 812 -25

5 BAP 815 -20

6 BAP 815 A =20

Metoda pomiaru — wg PN-75/T-01504/64.

Warunki pomiaru : Jr= 5 mA, t, = 25°C, temperatura ¢z powinna byc
dobrana, aby nie przekroczy¢ maksimum mocy P (minimalny przyrost
temperatury At = 50°C).

Dopuszczalny rozrzut od wartosci Sredniej apr £25%.

Tablica 3. Parametry elektryczne sprawdzane w badaniach podgrupy A2 i C2

: Wartosci graniczne
Oznaczenie Mctoda pomiaru Jednostka
Lp. | literowe P Warunki pomiaru i BAP 811 | BAP 812 | BAP 815
paramctru wE y ! : £ F
min | max |min | max { min | max
1 Ur PN-83/T-01504/57 [ Ir = 5 mA \Y% 145 1,65] 2,0 23| 1,351 L1.55
Ir=1 mAY A | 1251 1,551 1,6 22| 1,25 1,55
2 Ir PN-83/T-01504/56 | Ur = 6 V pHA — i — | — |
3 rr PN-84/T-01504/66 | Ir = 5 mA 0 — |25 — | 30 — 120
'} Dodatkowa sclekeja dla diod BAP 811 A, BAP 812A, BAP 815A po spelnieniu warunku podstawowego tylko na Zyczenie odbiorcy.
Tablica 5. Wymagania szczegélowe do badah grupy B, C i D
Lp. Podgrupa badan Rodzaj badania Wymagania szczegélowe
! 2 3 4
t Bl, Cl Sprawdzenie wytrzymatosci mechaniczne] wypro- proba Ual: 5 N, préba Ub: 2,5 N, 1| cykl
wadzen
2 B3 Sprawdzenie wytrzymalosci na spadki swobodne potozenie diody w czasi¢ spadania — obudowa
w dot
3 B4, C4 Sprawdzenie wytrzymato$ci na udary wielokrotne mocowanie sztywno za obudowg
4 BS, €5 Sprawdzenie wytrzymalosci na nagle zmiany tem- T4 = -40°C, Ty = 125°C
peratury
5 B6, C6 Sprawdzenie odpornosci na narazenia elektryczne metoda badania d wg BN-78/T-01515 tabl. 5
6 C3 Sprawdzenie masy wyrobu 0,2 g
7 C4 Sprawdzenie wytrzymalo§ci na przyspieszenie stale wskaZnik AQL dla poziomu 7 = 2.5; kierunek pro-
, s ; ; ; bierczy — obydwa kierunki wzdluz osi wyprowa-
Sprawdzenie wytrzymato§ci na wibracje o stalej , .
—— dzenn, mocowanie za obudoweg
czgstothiwosci
Sprawdzenie wytrzymato$ci na wibracje o zmiennej
czestotliwosci
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cd. tabl. 5
| Lp. Podgrupa badan Rodzaj badania Wymagania szczegétowe
1 2 3 4
8 C5 Sprawdzenie wytrzymatosci na ciepto lutowania temperatura kapieli 260°C
9 C7 Sprawdzenie wytrzymalosci na zimno tag min = —40°C
(poziom jakoesci IV)
10 C8 Sprawdzenie wytrzymalosci na suche goraco tsg ms = 125°C
(poziom jakosci 111
i 1V)
11 Cl0 Sprawdzenie wymiarow wg rysunku i tabl. 2
12 D1 Sprawdzenie odpornosci na niskie ci$nienia atmo- temperatura narazenia 25°C
(poziom jakosci III sferyczne
i V)
13 D2 Sprawdzenie wytrzymalosci na rozpuszczalniki alkohol izopropylowy lub aceton; 4 i @D wg rysun-
ku i tabl. 2
14 D3 Sprawdzenie palnosci zewngtrznej
15 D4 Sprawdzenie wytrzymalo§ci na') plesn brak porostu plesni
(poziom jakoci IT1 )
i 1V)
16 D5 Sprawdzenie wytrzymato$ci na') mgle solna potozenie diody dowolne
(poziom jakos$ci 111
1 IV)
'} Badanie stosuje si¢ przy zaméwieniu wyrobé6w w wykonaniu tropikalnym lub dla klimatu morskiego.

g

Tablica 6. Parametry sprawdzane w czasie i po badaniach grupy B, C i D

Oznaczenie » Wartodci graniczne
—— Metoda pomiaru W i . Pod badad Jednostka
r we AN RomE auarigs DEOR miary BAP 811 | BAP 812 | BAP 815
parametru ;
min { max | min | max | min { max
Us PN-83/T-01504/57 | Ir = 5 mA B1, B3, B4, BS, C2, v 1451 1,65¢ 2,0 23 | 1,35] 1,55
C4, C5, C7, C8, DI
- C2hH 1,551 1,85]2,2 26 1,45 1,75
C6, B6 142 1681198 | 233|132 1,58
re PN-84/T-01504/66 | Ir = 5 mA B4, BS, C4, C5, C2, 0 — 125 — 130 — 120
C8
Cé6, B6 — | 25 — 130 — 120
Qayr PN-75/T-01504/64 | Ir = 5§ mA C2?%) 10™/°C wg tabl. 3

') W czasie badania odporno$ct na zimno.

?) W czasie badania odpornosci na suche gorgco.

1. Pozostate postanowienia — wg BN-81/3375-36/00.

KONTITEC

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowujgca norm¢ — Naukowo-Produkcyjne Cen- 3. Symbol wg KTM
trum Potprzewodnikéw, Zaklady Przemystu Elektronicznego KAZEL BAP 811  — 1156141301004
w Koszalinie. BAP 811 A — 1156141301017
2. Normy zwigzane BAP 812 — 1156141302005
PN-83/T-01504/56 Diody. Pomiar pradu wstecznego Ix BAP 812 A — 1156141302018
PN-83/T-01504/57 Diody. Pomiar napigcia przewodzenia Ur BAP 815 — 1156141306009

PN-75/T-01504/64 Stabilistory. Pomiar wspolczynnika temperaturo- BAP 815 A — 1156141306011
wego napigcia stabilizacji ayz

PN-84/T-01504/66 Stabilistory. Pomiar rezystancji dynamicznej rz 4. Autorzy mormy — mgr inz. Jerzy Bednarczyk, Teresa Chio-
PN-78/T-01515 Elementy pbiprzewodnikowe. Ogdlne wymagania  pecka.
1 badania

. - I i tabl I-1.
BN-81/3375-36/00 Elemgnty pélprzewodnikowe. Stabilistory. Wy- S. Wartoéci dopusaczalne — wg rys. I-1 i ta

magania i badania 6. Dane charakterystycmme — wg rys. 1-2 <+ I-4 i tabl. I-2.




4 Informacje dodatkowe do BN-87/3375-36/03

Tablica I-1. Wartoéci dopuszczalne

: Jedno- Wartosci
Oznaczenie
Lp. Nazwa parametru stka dopusz-
parametru \ :
miary czalne
1 Ir Prad  stabilizacji mA 50
w kierunku przewo-
dzenia
2 Urm Szczytowe napigcie \Y 6
wsteczne
3 t Temperatura zlgcza g 150
4 fag Temperatura prze- o -40... 125
chowywania
5 Py - Catkowita moc¢ mW 0,3
*, ~ wejéciowa '
6 tamb Temperatura oto- e -40 + 125
czenia w czasie pra-
cy
Tablica 1-2. Dane charakterystyczne
Oznaczenie Warunki Jedng: e e
Lp. ' Nazwa parametru . stka | BAP 811 BAP 812 BAP 815
parametru pomiaru . =
Y | min | max typ | min | max | typ | min| max | typ
1 Ur Napigcie przewodzenia Ir=5mA A% 145 | 1,65 | — 2,0 23| — | ,35] 1,55 | —
) Ir=1mA A laas) a5 — b i8] 23l — Vias] 155 =
2 rF Rezystancja dynamiczna Ir=5mA Q — 125 — — | 30 - — | 20 —
w kierunku przewodzenia
3 aur Temperaturowy  wspol- Ir=5mA | 107%°C | — — | =20 | — — | =25 — — |-25
czynnik stabilizacji napigcia
< Ir Prad wsteczny Ugr=6V HA — 1 - — 1 — — 1 —
i Al =
mA| BAP 811 1, | tamp=23C
A
BAP 815 375
50 !
N
40 l BN BAP 615 -
l NG BAP 811 1
| 25
30 b N BAP
| Ei% ]
20 |
|
10 N 125
[  §
0 1 b
-40 20 0 20 40 60 80 100 120 tgmp °C
BN-87/3375-36/03-1-1 : [PN-8773375-36/03-12)
Rys. I-1. Charakterystyka pradu stabilizacji w funkcji temperatury 0 635 1 13 2 25413

otoczema Ir = fltam). Rys. I-2. Prad przewodzenia w funkcji napigcia Ir = AlUp.
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Rys. I-3. Rezystancja dynamiczna w funkcji pradu rr = Al5). 12 3 10 20 jOIFmA



